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Конфигурация системы

Первый слой — пленка из слоистого антиферромагнетика толщиной d, 

Второй слой – ферромагнитная пленка толщиной D. 

Ja - обменный интеграл взаимодействия между спинами одного атомного слоя антиферромагнетика, 

(между соседними слоями –Ja.) 

J0 - обменный интеграл между спинами ферромагнетика. 

J  - обменное взаимодействие на границе двух пленок.
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Гамильтониан системы
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Компьютерный эксперимент

Модель Изинга (S=1/2 или S= - 1/2)

TС<T<TN.

Состояние равновесия - кластерный алгоритм Вольфа.

Реакция системы на внешнее магнитное поле - алгоритма Метрополиса.

Линейные размеры от L=20 до L=36 с шагом L=4. 

Толщина антиферромагнитной пленки d=4, 

Толщина ферромагнитной пленки D=4. 

Ra=2 (TC=3.81, TN=7.62)

R от 0 до 1 с шагом 0.2.
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Петля гистерезиса

а) R=0 б) R=0.6
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Зависимость поля подмагничивания от 
обменного интеграла

hb=(0.098  0.002) R.
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Спасибо за внимание!
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